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【緒言】Bi4Ge3O12（BGO）は，その高い密度

のため，γ線用のシンチレータとして利用され

ている．その発光に関しては，自己束縛正孔の

関与が提示されているものの，励起状態の無放

射緩和の際のダイナミクスについては検討の

余地が多い．本研究では，緩和過程の詳細を，

ピコ秒からナノ秒領域でのダイナミクスを論

じることを目的とし，過渡吸収分光にて解析し

た． 

【実験方法】パルス電子線照射後の時間の関数

として，過渡吸収を測定した．ピコ秒領域の測

定では，東京大学原子力専攻の電子線ライナッ

クを用い，35 MeV のパルス電子線照射後に，

遅延時間を変化させて白色光パルスを入射し，

時間ごとの吸収スペクトルを観測した． 

【結果と考察】図１にナノ秒での過渡吸収スペ

クトルを示す． おおよそ一つのバンドが観測

された。図２および図３に，ピコ秒およびナノ

秒領域における過渡吸収の時間プロファイル

を示す．ピコ秒領域では，時間原点付近で急速

な減少が見られた．これに対応する立ち上がり

のシンチレーションがないため，これは消光に

帰属される．一方で，ナノ秒領域での減衰につ

いては，シンチレーションの減衰とほぼ同様で

あった．これらのことから，BGO においては，

シンチレーションに関わる励起状態の形成初

期に，非常に高速な消光が生じることが明らか

となった． 

 

図１ ナノ秒領域での時間分解過渡吸収スペ

クトル 

 

図２ ピコ秒領域での過渡吸収時間プロファ

イル 

 

図３ ナノ秒領域での過渡吸収時間時間プロ

ファイル 
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